BC 204

BC 205
Si- Epitaxial- Planar-Transistoren PNP BC 206
Ausfiihrung Kunststoff-Keramik- 25 min
Normgehiuse RO 110 j s T st
Anwendung NF-Vorverstdrker und =g ; —j
Treiberstufen (BC 204 fiir rausch- 6 35k=—10,2
arme Vorstufen). max  min
Komplementir zu den Typen RO 10 (0,39)
BC 207...209

Grenzwerte bei Ty = 25°C BC 204 |BC 205 |BC 206
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgg |50 30 25 v
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo |45 25 20 v
Emitter-Basis-Spannung -Ugmo |5 v
Kollektorstrom -I¢ 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom -IcMm 200 mA
Basisstrom -Ig 50 mA
Basis-Spitzenstrom -Ipm 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 oc
Lagertemperatur Tg -55...150 °cC
Gesamtverlustleistung "Piot 360 mw
Wirmewiderstand oc/w
Sperrschicht /Luft Rihy <350 .
12, 70
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BC 204
BC 205
BC 206

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Emitter- _ -Ucgs=20V -IcESs 2(<100) nA
Reststrom
Ty=125°C <4 KA
Kollektor-Emitter- -ICEO= 2 mA BC 204 -U(BR)CEO >45
Durchbruchspannung BC 205 S35
BC 206 >20
Kollektor-Emitter -Icps=10uA BC 204 |-U(BR)CES |>50 A
Durchbruchspannung BC 305 330
BC 206 >25
Emitter-Basis- -IEBO=10KA -U(BR)EBO |>5 v
Durchbruchspannung
statische Strom- -Ic=0,01mA Gr. V |ha1E 40
verstdrkung VI 55
- A 90
“Ucg=3V B 270
-Ic=2mA Gr. V 70(45...115)
VI 100(70...140)
A 170(120...220)
B 290(180...460)
-Ic=100 mA Gr. V 50
VI 70
A 120
B 400
Kollektor-Emitter- -Ic=10 mA -UcEsgat 0,1(<0,2) v
Sittigungsspannung 1) -Ig=0,5 mA
-1 =100 mA 0,2 (<0,8)
-Ig=5mA

1) Ubersteuerung des Transistors auf hg g =20

12. 70
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BC 204

205
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP 206
Allgemeine Kennwerte bei Ty;=250C (Fortsetzung)
Basis-Emitter- -Ic=10mA -UBEsat |0,7(<0,8) v
Séttigungsspannung t) -Ig=0,5mA
-Ic=100mA 0,85(<1)
-Ig=5mA
Basis-Emitter- -Ic=0,1 mA -UBg 0,57 A%
Spannung JIc=2mA 0,62(0,55...0,72)
Ucg=5V -Ic=100mA 0,8
Transitfrequenz -Ucg=5V fr 200 MHz
-Ig=10mA
f=50MHz
Ausgangskapazitit ‘UCBO =10V Coop 4(<7) pF
f=1MHz
Rauschfaktor 'UCE =5V BC 204 F 2(<10) dB
-1c=0,2mA 205 2(<10)
Rg=2kQ 206 2(<4)
f=1kHz
Af=200Hz
f=30Hz...15kHz | BC 206 ¥ 2(<4)
Dynamische -Ucg=5V Gr. V hoie 50...100
Stromverstirkung dg=2mA VI 75...150 .
f=1kHz A 125... 260
B 240...500
Vierpolparameter -Ucg=5V Gr. V hiie 0,1...1,2 kQ
-Ig=2mA Vi 0,4...2,2
f=1kHz A 1,2...4,5
B 3,0... 8
-4
Gr. V h 2 10
vi | 12%e 2,5
A 3
B 3,5
Gr. V hooe <35 uS
Vi <40
A <50
B <70

1) Ubersteuerung des Transistors auf hgje =20

12.70
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BC 177 BC 204
BC 178 BC 205

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

BC 179 BC 206

-[c(mA)

Zulissige
Gesamtverlustleistung
Piot = #(T)
Bt (mw) BC 204
BC 205
\ BC 206
300 \
Riny
200 \
100 \
50 100 150T°C)
Ausgangskennlinien .
Ic ={(UcEg)
-Ic ( mA )
0475
T
067
6 056
7
¢ 085
. 054
4 083
O e
-Upp=0.6 V2 ==,
0 1 2 3 ~Uep (V)

Kollektorstrom
Ic ={(UBE)
H-
17 ]
T
17 /i
100°C /4
25°Cft
R
e
— Mittelwerte T 1T
17
——Streuwerte 1]
bei T;=25°C [
[l
1
] 1
: 1
1 1
I 1
’ T
| T
| i
|
107 I
0 'UBE(V)
Ausgangskennlinien
I = {(UCE)
1,2
1
0,
8 0,62
0,6
0,61
i - |
0.6 —
0,2 0,59
I-U?E=IKI.SBIV:J
0 1 3 -Ugglv)

12,70
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BC 177 BC 204
BC 178 BC 205

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BC 179 BC 206
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic={(Ucg)"® Ic=1(UCE)

-1 (mA) -Iglpa) 1
12 120 - -+
10,5 14
1 95 100
85 12|
08 T 80 :
75 4 g
— |
0.6 ~ 6.3 ; 60 - T
5.5 B 0,8
o 45 1] 40 0.6
4 3.5 Loy
g 25 | 6t
o~ 1 1
0.2 - T 20 -Ig=0,2 gA
-Ig=15pA ; ] l | .
0 1 2 3 v o 1 2 3 U
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=1f(Ucg) Ic=f(UcE)
-l (mA) ~Ig(mA) [
120 12
1 L _L 80 __
100 —— 10 -
1 __Q'gn / 70
/ P 0.8 -
80 A 8.7 8 —/4 60
Y/ 06 | 1
—— 0.5 L 50
60 pm—— T0,47] 40
- L 0,3 I
, 4 30—
40 = 0 - |
N/ f 20
20 Ig=0,1mA 2 ZIg-10pA
||
0 1 'UEE(V’ 0 1 'UCE(V)
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BC 177 BC 204
BC 178 BC 205
BC 179 BC 206

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
-IgimA) 1] -Ig(mA)
120 120
110,908 1 0.9 08| g7
100 77707 100 v [
57/7_// 0,6 A/ ‘// /’0"5
w s w [ A s
A A | ok f/: L =
VoA T 0 e e
60 i_/ // 1 P r,/ ] 0,3
20= Loz ] ] (e
40 - —t 40 — 0,2
] 1g=0,1mA |- . —t
- L | -1g=0.1mA
20 ——— 20 —
|~ ;
[ [ |
o 10 20 30 Ul 0 10 Uggtv)
Eingangskennlinie Transitfrequenz
1 = f(UBE) fr=1(Ic)
-IglpA) f7(MHz)
T
[
/
102 103
I
I
|
| Ugg=10V ||]
1] ::: h::.\
10! / 102 e v
T 7
/
1
100 10
12, 70
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BC 177 BC 204
BC 178 BC 205

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BC 179 BC 206
Rauschfaktor Rauschfaktor
F=1(Ic) F=1(I¢)
BC 179/206° BC 179/206
FUB) [.upp =5y Fld8) [-Ugg=5V
f=120Hz f=1kHz
%= rl k / ] 14 i
=IMQ [100kn/[10ka
S AT Al \ Rg=1MQ /100kaf 10k l
12 \ 12 |
10 H 10 \ \ ’
/ \ /
8 \ /50012 3 /
/ \ /
/ I \ /
[ / / / A /
Y Y ] b \ )
b /% ol é’
\ Al 1ke 4 N J W ! 500Q
2 NG N / )% N | A Il
M 2 P N 1T 2l
I B 1kQ
0 2 L
w03 w0l g -1gimA) w3 ot 100 -IgimA)
Rauschfaktor Rauschfaktor
F =1(Ic) ' F=1{(Ucg)
BC 179/206 BC 179206
F (dB) _UCE=5V F(dB) 'Ic=0uZMA
f=10kHz Rg=2ka |-
“ f=1kHz
1 7 5
R =1MSZ/
14 i 1
100kQ
gt L]
1 10kQ
500 Q
B *f
8 \ / /
NN /Il M 5
4 H1ka { A
N / 7
2 N utl ol
\~ LN /’,/
U bt Ll 0 - 0 1
108 102 10 1 (ma) 10 10 100 -Ugglv)

159



BC 177 BC 204
BC 178 BC 205

BC 179 BC 206 Si-Epitaxial- Planar-Transistoren PNP
Ausgangskapazitét
Rauschfaktor Eingangskapazitét
F = 1(f) C22p = {(UCBO)
BC 179/206 * C11p=f(UEBO)
F(dB) -Ucg=SV ! C22p(PF)
| |[-I;=0,2mA CuplpF)
Rg=2kn
= °
16 Ty=25°C
14
N
12 12 Ci1b
<
N
10 T
\ \
8 8 \ <
NN ~
b Cozbrpfia ]
\ s
‘ IU ‘ B
2
|
0
0, 0 -
w? ! 1nf f (kHz) 10" 10 Uggp V!

12,70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BC 209

Ausfiihrung Kunststoff-Keramik-
Normgehéduse RO 110.

Anwendung NPN-Siﬁzium-Epita.xial-Planar-
Transistoren fiir NF-Vorverstirker und
Treiberstufen (BC 209 fiir rauscharme Vor- RO 110 (0,3g)
stufen).

Komplementir zu den Typen BC 204...206.

Grenzwerte bei Tyy=25°C

BC 207 BC 208 |BC 209

Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |45 20 v

Ucgs |50 30
Emitter-Basis-Spannung Uggo |6 5 v
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom Icm 200 mA
Basisstrom I 50 mA
Gesamtverlustleistung Piot 360 mW
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -55...150 °C
Wirmewiderstand ' °C/W
Sperrschicht/Luft Riny | <350
2,70 ‘

161



BC 207
BC 208
BC 209 Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C

Kollektor-Emitter- Ucsgs =50V [BC 207 l~ES 0,2(<15) InA
Reststrom " Upggg=30V [BC 208
BC 209
bei Ty;=125°C Ucgs=50V |BC 207 |I~gg 0,2(<4) LA
Uppg=30V [BC 208
BC 209
Kollektor-Emitter- ICEO =2 mA |BC 207 U(BR)CEO >45 \2
Durchbruchspannung BC 208 >50
BC 209 >20
Emitter-Basis- IEBO =1 uA BC 207 U(BR)EBO >6 Y
Durchbruchspannung 5C 208 35
BC 209 )
statische Strom- I=0,01 mA |Gr. A ho1 90
verstirkung
Uep=5V Gr. B 150
Gr. C 270
Io= 2 mA Gr. A 170(120... 220)
Gr. B 290(180...460)
Gr. C 500(380... 800)
I~=100mA |Gr. A 120
Gr. B 200
Kollektor-Emitter- I,=10 mA Ucgsat 0,1(<0,2) v
Sédttigungsspannungl) 15=10,5 mA
Io= 100 mA 0,2(<0,6)
Ig=5mA
Basis-Emitter- I~=10 mA UBEsat 0,73(<0,83) - v
Sattigungsspannungl) IB =0,5 mA
' I.=100 mA 0,87(<L, 05)
Ig=5mA
Basis-Emitter- I=0,1 mA Uggp 0,55 v
Spannung W 0,62(0,55...0,72)
Ie= 100 mA 0,83

1) Ubersteuerung des Transistors auf hgyp =20

12,70
162

=



BC 207

BC 208
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BC 209
Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C (Fortsetzung)
Transitfrequenz Ucg =5V fp 250(>150) MHz
Io=10mA )
= 100 MHz
Ucp =3V tp 85 MHz
IC = 0,5 mA
Ausgangskapa- Ucgo = 10V Coop 3,5 (<6) pF
zitat f=1MHz
Eingangskapa- Uppg = 0.5V Ciib 8 pF
zitit f= ]? Hz
Rauschfaktor Ucg =5V BC 207 | F 2(<10) dB
Ic=0,2mA BC 208 2(< 10)
Rg = 2kQ BC 209 2(<4)
f=1kHz
Af = 200Hz
f=30Hz... 15kHZ|BC 209 F 1,8(<4)
dynamische Ucg =5V Gr. A |hsje 125...260
Stromverstidrkung Ic=2mA Gr. B 240... 500
= 1kHz Gr. C 450... 900
Vierpolparameter Ucg = 5V Gr. A |hjie 1,6...4,5 kQ
Ic=2mA Gr. B : 3,2...8,5
f = 1kHz Gr. C 6... 15
Gr. A |hjge 1,5 .10-4
Gr. B 2
Gr. C 3
Gr. A |hgge <30 uS
Gr. B <60
Gr. C <110
12.70
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BC 107 BC 207

BC 108 BC 208

BC 109 BC 209 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Zuldssige Statische Stromverstirkung

Gesamtverlustleistung
Piot = f(Ty) ~

Prot{mW) BT 207
BC 208
— BC 209
300 \
200 \
100 \\
\
0 50 100 150 Ty €0

Statlsche Stromverstarkung
=1(I

BC 108 c(fmg C/ 208 C/ 209 C
"21E o0t
s =
= f T TS
— ° - A1 ™
75.rr' L1 TU=-§U'C A
Bl |
10
— Mittelwerte
1 ———Streuwerte
10 bei Ty=25°C
100
101 100 w0t Igima)

12,70

hy g = £(I1C)
BC 107 A/ 108 A/ 207 A/ 208 A
hote Ugg=5V
my 100°C
== = I
el = g Iy N
[+ - ~
102 =F25°C S
A T TU:'!:’D.C
-
—— Mittelwerte
| ——=—Streuwerte
bei Ty=25°C
100
107! 100 w0 Igima)
Statische Stromverstirkung
by = fIc)
Mittelwert
hoe
:IUU. - i -
- - 1 K14 NNTH
L] n
25 E’::‘::}"/TU:_SUDC\ \\ N
102 %”‘ .
— Mittelwerte
1 ——=S§treuwerte
10 bei Ty=25°C
100
10! 10 o' Igma)
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BC 107 BC 207
BC 108 BC 208
BC 109 BC 209

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Ausgangskennlinien
Kollektorstrom = ( UCE) )
Ic = {(Ugg) BC 109 / 209
—Mittelwerte H /
——~Streuwerte 717174
bei T=25°C 717 1]
Ty=25°C 0.5
10! zr 4 100 7—
T ] A 11 .
I | REA ] L
i
/) l' I 80
]
100 f 1 |-s0°c)
H 052
"1 I i 40 [
[y 0,517
BEIN 0 Tge=t. 59
+ i
I I I
107! il :
0 02 04 06 08 Ugelv 0 1 2 3 & Uggtv)
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ir=f(Upqp) : Ic=H{Ucg)
C CE C CE
BC 109/ 209 BC 107/207
Y Ig(ma)
100 8.5 10- 0.87
| 0,45 ) +
. 0
80(1= , 8 0,66
0.354_ 1"
60 0.3 ,— 6 L
| |
- 0,25+ 065 ||
40 0,24 4 -~
- 0,15
20 [ " 10.1 2 0‘54 .
1g=0,05pA ——Ugg=0,62V 0,63~
] “ ; — L
0 1 23 4 U 0 0 20 30 40 Uggl)
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BC 107 BC 207
BC 108 BC 208
BC 109 BC 209

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
BC 108/ 109/ 308/ 209 BC 109/ 209
I¢(mA) Ig(pA)
0 Ll 1000 4
- 3,5
8 0,66 800 13
8 600 25
0,65 27
4 400 157
L1
2 0,64 200 —r
- 1g=0,5pA
Upg =0.62V 0,63 bl
S S — pi— ’ r
0 L8 1z 16 U 0 1 23 4 U
Ausgangskennlinien
Ic=#Ucgk) Ausgangskennlinien
BC 109/ 209 IC = f(UCE)
I T IgimA) |
1000 0,6 100 0.70 6
0.5
800 80 /Vé - } 0,4
0.6 o s
e = =0,
600 J 60 P L
059 | o ,1/7/> 02| |
i ; s
400 0.58 ] w-PpT T
[ 0,57 - /i 0.1
Uge=0,56 v =
200 BE 200 fau Ig=0.05mA
‘ N /4 |
0 1 23 4 U 0 0k 08 12 15UV
12.70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

BC 107 BC 207
BC 108 BC 208
BC 109 BC 209

Ausganééken.nlinien
Ausgangskennlinien Ic={(UcEg)
Ic=1{(Ucy BC 107/ 207
Ig(mA): Ig(ma) !
. : :
|
" o U4 0k 03 03 ,
10p—g 1 —t T, =
D senuun i B! ! ), 4 7/5/;21__~ |
e~f. | S 0w SSLIE
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Ic=f(UcE) . Eingangskennlinie
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f
7
/
|
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BC 107 BC 207
BC 108 BC 208
BC 109 BC 209

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Transitfrequenz
fT = f(IC) ~
fT(MHZ)
103
10V
LA SN
sVILZAT|| Uee =2V N
102 |
.4
Vv
10!
107 100 w0 IgimA)
Rauschfaktor
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i
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Rauschfaktor
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

BC 107 BC 207
BC 108 BC 208
BC 109 BC 209

Rauschfaktor
BC 109/ 209
F(d8) 1¢=6.2mA
Rz=2kq
f=1kHz
Af=200Hz
10
5
0
107 100 100 UgetV)

Ausgangskapazitédt Cgoyy
Eingangskapazitdt Cyqp,
C22b=H{UppgQ)
Cub=1#(UEBO)

CZZh(DFl
EHU(DF)

Cib

V4

(=]
b
()
~
~
o
f
/
I

BC 207

rav 4
7

1071 100 UcpglV)
UpgolV)

12.70

Rauschfaktor
F = f(f)
BC 109/ 209
F(dB) Ugg=5V
I¢=0,2mA
RG=2kQ
\
12
8
\
4 |
Il
0 Il
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BC 211

Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN BC 211 A

vorlaufige Daten

Ausfiihrung Si-Epitaxial- Planar-Transistor 0,52
im Metallgehduse TO 39 galvanisch mit dem E I —_
Kollektor verbunden. RLIR- S ¥ Su— - —
- A §E —
Anwendung Transistor besonders geeignet 039 =l = 65 w127
fiir NF-Anwendungen, horizontale und ver- max  min
tikale Ablenkeinheiten, und Schalter mittlerer T0 39 (1g)
Schnelligkeit.

Komplementdr zu BC 313 /A.

Grenzwerte bei Ty= 25°C

BC 211 BC 211 A
Kollektor-Basis-Spannung Ucpo |80 100 v
Kollektor-Emitter-Spannung  Ucgo |40 60 vV
Emitter-Basis-Spannung Ugpo |° v
Kollektorstrom I 1 A
Gesamtverlustleistung Piot 0,8 w
bei Tg=25°C 4,25
Sperrschichttemperatur Tj 175 °c
Wirmewiderstand °c/w
Sperrschicht/Gehéuse Rypg  [<36
Sperrschicht/Luft Riny <190
02. 71
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BC 211

BC 211 A Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN
vorlédufige Daten
Allgemeine Kennwerte bei T;=25°C
Kollektor-Basis- Icpp =100 1A BC 211 U(BR)CBO >80 A%
Durchbruchspannung BC O A 5160
Emitter-Basis- Igpo = 100 wA U(BR)EBO >5 A\
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Iceo = 30 mA |BC 211 U(BR)CEO >40 v
Durchbruchspannung BC 211 A $60
Kollektor-Emitter- Io= 1A UcEksat 0,4(<1) A%
Restspannung Ig=0,1 A
Iézi{ce‘slztor-Emitter- Ucgg=40V BC 211 ICES <100 nA
rom
° Ucps=60V  [BC 21l A
statische Strom- IC =150 mA Gr. 6 hoj g% 40... 100
‘I’JerStf‘;k\‘;ng Gr. 10 §3...160
CE"~
Gr. 16 100... 250
IC =500 mA >20
Transitfrequenz I =50 mA fp 300(>50) MHz
UCE =10V
Ausgangskapazitét Ucpo © 10V Casp 8(<20) pF
in Basisschaltung
Einschaltzeit Ic= 100 mA tqttr 80(<250) [ns
Ig; = 5 mA
Ausschaltzeit 1o =100 mA tg+tf 400(<850) [ns
IB1=5ma
Igg=-5 mA
Paarungsbedingungen 1~ =150 mA ho1g 1
BC 211 /A-BC 211 /A EE— <1,25
BC 211/A-BC 313/A  Ugg=2V ho1g 2

*
Stromverstirkungsbereich auf Wunsch eingeengt

02.71

172



BC 211

Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN BC 211 A

vorlaufige Daten

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Piot = f(T) *°

0 50 100 1(eC)

02,71
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BC 313
Si-Epitaxial- Planar-Transistoren PNP BC 313 A

vorldufige Daten
Ausfiihrung Si-Epitaxial-Planar-Transistor 0,57
im Metallgehsiuse TO 39 galvanisch mit dem —_
Kollektor verbunden. e -

6,6 -12,7j

Anwendung Transistor besonders geeignet

fir NF-Anwendungen, horizontale und ver- max  min
tikale Ablenkeinheiten, und Schalter mittlerer T0 39 (1499)
Schnelligkeit. ]

Komplemeatdr zu BC 211/A.

Grenzwerte bei TU =250C

BC 313 BC 313 A

Kollektor-Basis-Spannung -Ucpo |60 80 v
Kollektor-Emitter-Spannung - Ucko 40 60 \%
Emitter-Basis-Spannung -UgBO 5 v
Kollektorstrom -Ic 1 A
Gesamtverlustleistung Ptot 0,8 w

bei TG=250C 4,25
Sperrschichttemperatur Tj 175 °c ‘ !
Warmewiderstand oc/w
Sperrschicht /Geh&duse Ring <36
Sperrschicht /Luft ' Ring <190

02.71
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BC 313

BC 313 A Si-Epitaxial- Planar-Transistoren PNP
vorliufige Daten
Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C
Kollektor-Basis- -legg=1000A  |BC 313 'U(BR)CBO >60 A
Durchbruchspannung =~ BC 33 A SE0
Emitter-Basis- 'IEBO= 100 A -U(BR)EBO >5 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- -Icgo = 30 mA |BC 313 'U(BR)CEO >40 A
Durchbruchspannung BC 313 A S60
Kollektor-Emitter- -Ia=1A -Ucgsat 0,6(<1) \%
Restspannung -Ig=0,1 A
Kollektor-Emitter- -Ucgg=40V BC 313 -legs <100 nA
estst
Reststrom ~Uggs=60V  [BC 313 A
statische Strom- -1 =150 mA Gr. 6 ho; g * 40...100
verstarkung
~Ucgp=2V Gr. 10 63...160
Gr. 16 100... 250
-1 =500 mA >20
Transitfrequenz -lo = 50 mA i 300(>50) MHz
-UCE= 10V
Ausgangskapazitit -Ugpo=10V Ca2p 10(<20) pF
in Basisschaltung
f=1 MHz
Einschaltzeit -I¢ =100 mA tgt+tr 120(<250) |ns
-Ig1 =5 mA
Ausschaltzeit -IC =100 mA tg+tf 260(<850) |ns
-IB1 =5 mA
IB2 =5 mA
Paarungsbedingungen -I~=150 mA hoig 1
BC 313/A-BC 313/A - TR <L25
/ / -Ucg=2V ho1E 2

BC 313/A-BC 211 /A

* Stromverstidrkungsbereich auf Wunsch eingeengt

02. 71
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Si-Epitaxial- Planar-Transistoren PNP

BC 313
BC 313 A

02.71

Zulédssige

Gesamtverlustleistung

Pyoq = £(T)°

\Rthc

Rthu

100

T(ec)

volaufige Daten
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